(D Silizium-pnp-Legierungstransistor

SC103

Der Transistor 5C 103 ist ein Si-pnp-Flichentransistor in der Bauferm B1 nach
TGL 11811 (entspricht TO 5).

Der Einsatz ist vornehmlich fiir hochwertige NMF-Stufen und fir Schaltstufen
mit héherer Stromverstirkung und h8herer Grenzirequenz bei niedriger
Betriebsspannung.

Statische Kennwerte (fir &; = 25°C — 5 grd)

Kollektorreststréme

—lceo = 0,1 pA (bei —Uge = 6Y)
—lego = 0.5uA (bei —Ugg = 10V)

Glelchstromverstirkung

—lg = 3= ESpA (bei —Uce =&Y, —Ic = 1mA)
—lg = 35= 8 mA (bei —Ugg =1V, —Ic = 50mA)
—Ugg = 520 = 600 mV (bei —Ugg =6V, —lc = 1mA)

—Uge = BOO < 1000 mV (bei —Uce =1V, —I- = 50 mA)

Restspannung

—UEEQ =10V {hEi lg = 50 ﬂ'l.lﬁl.}
—Ucgme < 0,4V (bei —ic = 50 mA, —Ig = 25 mA)

Grenzfrequenz in Basisschaltung
thatp= 15> 42 MHz (bei —Upg = 6V, —Ic =1 mA)

Vierpolwerte in Emitterschaltung
(bei —Ueg =6Y, —le =1 mA, fq =1 kHz)
haje = 35= 18
hi1 = 1.2 =05kl
hize =6 1074 =2-10""
hzze =150 = 20 !.15

Basisbahnwiderstand
rop’ = 100 = 4010} (bei —Uce = 6V, —lc =1 mA, fiy = 5 MHz)

Kollektorkapazitit
Ce =70 = 30 pF (bei —Ugg = 6V, —lc = 1 mA, Iy = 5 MHz)

Schaltzeitkonstanten (bei Ugg e = 8V, lcgr = 50 mA)

Ty ™ 11 = n'*:h“":
o= 3,0 = 1,4 pus

Rauschfaktor
F=6<15dB (bei —Uce =1V, —lc = 0,5mA,
fiu = 1,2 kHz)
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Grenzwerte (fir i, = 45°C)
—Ueg =10V

Usg =10V

—lc = 50 mA

Bestellbezeichnung fir einen Transistor: Transistor SC 103

Anderungen vorbehalien

21 Bauelemente

—lz = 200 mA
lg = B0 mA
Ig = 300 mA
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P. = 250 mW
8 = 150°C
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